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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte bien I’état
actuel de Ia technique.

Les renseignements relatifs 4 ce travail de révision, a I’établisse-

- ment des éditions révisées et aux mises a jour peuvent étre obtenus

auprés des Comités nationaux de la CEI et en consultant les docu-
ments ci-dessous:

¢ Bulletin de la CEI

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant
review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current
technology.

Information on the work of revision, the issue of revised editions
and amendment sheets may be obtained from IEC National Com-
mittees and from the following IEC sources:

e IEC Bulletin

/N

Pour

ge généxl:

— la Publi
électrof

o IEC Yearbook

gy, readers are referred to IEC Publication
Electrotechmcal Vocabulary (IEV), which is
of separate chapters each dealing with a specific
41 Index being published asla separate booklet. Full
¢ IEV will be supplied on reqpest.

he terms and definitions contained in [the present publication
gve either been taken from the IEV or have been specifically
approved for the purpose of this publicatfon.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by
the IEC for general use, readers are referred to:

— IEC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical tech-
nology;

— 1EC Publication 617: Graphical symbdls for diagrams.

The symbols and signs contained in the gresent publication have
either been taken from IEC Publications 27 or-617, or have been
specifically approved for the purpose of this publication.

Publications de la CEI établies par le méme
Comité d’Etudes

L’attention du lecteur est attirée sur les pages 3 et 4 de la cou-
verture, qui énumérent les publications de la CEI préparées par le

Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.

IEC publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to pages 3 and 4 of the cover,
which list IEC publications issued by the Technical Committee
which has prepared the present publication.
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PREAMBULE
1y
accord international sur les sujets examinés.

2) |Ces décisions constituent des recommandations internations

La prés
ducteurs.

@10

omités d’Etudes ou
mesure possible un

adoptent dans leurs
permettent. Toute
re du possible, étre

tifs a4 semicon-

maniement des

ign des semicon-
suivant la Régle

iker un nouveau

Pubhcat1ons 147 et 148 sont incorporées aux Pubhcatlons 747 et 748 de laCEL

nt déja dans les

Les informations relatives aux essais mécaniques et climatiques qui figuraient auparavant dans les

Publications 147-5 et 147-5A sont incorporées a la présente Publication 749.

Cette norme sera tenuc a jour en révisant et en ¢élargissant son texte parallélement a la poursuite des
travaux du Comité d’Etudes n® 47 pour tenir compte des progreés effectués dans ce domaine.

Note. — Les Publications 747 et 748 annulent et remplacent, au fur et 3 mesure de la parution de leurs différentes parties, les

Publications 147 et 148.

Cette publication annule et remplace les Publications 147-5 et 147-5A.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES

Mechanical and climatic test methods

/N
FOREWORD

1) The formal d 1 the
National Cony nsus
of opinion on

2) They have th| that
sense.

3) In order to prq bxt of
the IEC reco IEC
recommenda
This stand: s,
Publicatio able

to discrete dg
The meeting oR Techig 3 the

re-organizatipn o the
constituent parts eviously approved by votes under the Six Months’ Rule or Two Months’

Procedure, a[new,/voie was\not deemed necessary.

Material concerning discrete devices and integrated circuits, previously found in Publications 147 and
148, are included in I E C Publications 747 and 748.

Material concerning mechanical and climatic test methods, previously found in Publications 147-5
and 147-5A, are included in the present Publication 749.

This standard will be kept up to date by revising and extending the document as the work in Technical
Committee No. 47 continues and takes into account advances in this field.

Note. — Publications 747 and 748 supersede and replace, as their different parts are published, Publications 147 and 148.

This publication supersedes Publications 147-5 and 147-5A.
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

Essais mécaniques et climatiques

CHAPITRE I: GENERALITES

1. Domaine d’application et but

tuer un choix.
Toutefois, des méthodes d’essais supplémentaires peuvent é N }s dispositifs
n’ayant pas de cavité interne.

La présente norme donne la liste des méthodes d’essais applicab TS%gijtifs a semicon-
S t.€

Note. — Un dispositif n’ayant pas de cavité interne est un dispositif dans lequellematériau d’entapsulption est en contact
direct avec toutes les surfaces exposées de I’élément actife equel'g t laissé au cours de
sa fabrication.

b8 de la CEI:

2.
tielles pour les
propriétés mécaniques et climatiques des dispositifs a
rticuliére, cette

3.
4 t de robustesse

¢ Dispositifs a semiconducteurs — Dispositifs discrets et circuits i
A semiconducteurs — Circuits intégrés.

htégrés; et 748:

4. Conditions atmosphériques normales

Référence: Publication 68-1 de la C E I, cinquiéme édition (1982), Premiére partie: Généralités et guide.

Sauf spécification contraire, toutes les épreuves et les reprises doivent étre effectuées dans les
conditions atmosphériques normales d’essai, comme elles sont définies dans la Publication 68-1
de la CEI au paragraphe 5.3:

température : comprise entre 15 °C et 35 °C;
humidité relative: comprise entre 45% et 75%, §’il y a lieu;
pression atmosphérique: comprise entre 86 kPa et 106 kPa (860 mbar et 1060 mbar).
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SEMICONDUCTOR DEVICES

Mechanical and climatic test methods

CHAPTER I: GENERAL

1. Scope and purpose

This [standard lists test methods applicable to semiconductor devices (d4 ices|and
integrated circuits) from which a selection may be made. However, additje ay
be required for non-cavity devices. g

Note. — | A non-cavity device is a device in which enclosing or encapsulatifg material is\pdntimats th all

This standard has taken into account,
mental|Testing Procedures.
2. Object

Toe
the env

In ca
govern

Reté'

Semic
Devicjr — \Inte

747 :

ted Circuits.

4. Standard atmospheric conditions

Reference: 1 E C Publication 68-1, fifth edition (1982), Part 1: General and Guidance.

Unless otherwise specified, all tests and recoveries shall be carried out under standard atmo-
spheric conditions for testing, as defined in I E C Publication 68-1, Sub-clause 5.3:

temperature: 15°C to 35°C;
relative humidity: 45% to 75%, where appropriate;
air pressure: 86 kPa to 106 kPa (860 mbar to 1060 mbar).
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Mais toutes les mesures électriques et les reprises suivies de mesure doivent étre effectuées dans

les conditions atmosphériques suivantes:

température: 25 + 5°C;
humidité relative: comprise entre 45% et 75%, s’il y a lieu;

pression atmosphérique: comprise entre 86 kPa et 106 kPa (860 mbar et 1060 mbar).

Les essais d’arbitrage doivent étre effectués dans les conditions atmosphériques suivantes:

température: 25+ 1°C;
humidité relative: comprise entre 48% et 52%;

pression atmosphérique: comprise entre 86 kPa et 106 kPa (860 mbar et 1060 mbar).

Avant d’effectuer les mesures, les spécimens doivent &tre laissés_au repos

notée dans le compte rendu d’essais.

Pendant la mesure, les spécimens ne doivent pas étre exposé
vive ou a d’autres causes qui pourraient provoquer unc£ree

5] Examen visuel et vérification des dimensions

w

Il L’examen visuel doit porter sur:

1

jusqu’a ce que
esures doit étre

>é une lumiére

Nt compris entre
e choisies parmi
747 ou 748 de la

be» au chapitre
laCEL

Si Pon’ne retient comme critéres que la limite supérieure de la spécification

et/ou sa limite

inférieure, on laisse a la discrétion du fabricant de déterminer si’on doit faire, ou non, des mesures
initiales. Mais des mesures initiales doivent étre effectuées si I'on utilise la valeur initiale d’'un

dispositif individuel comme critére.

6.4 Mesures devant étre effectuées pendant I'essai climatique ou mécanique
A indiquer, s’il y a lieu.

6.5 Mesures finales

Lorsque I’essai figure dans la spécification particuliére en tant que partie d’'une

séquence (sous-

groupe) d’essais, les mesures ne sont a faire qu’a la fin de la séquence. Pour certains essais, tels que
la soudabilité ou la fatigue des sorties, des dispositifs présentant un défaut électrique peuvent étre

utilisés.
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All electrical measurements, as well as recoveries followed by measurements, shall, how-
ever, be carried out under the atmospheric conditions:

temperature: 25 + 5°C;
relative humidity: 45% to 75%, where appropriate;
air pressure: 86 kPa to 106 kPa (860 mbar to 1060 mbar).
Referee tests shall be carried out under the following standard atmospheric conditions:
temperature: 25+ 1°C;
relative humidity: 48% to 52%;
air pressure: 86 kPa to 106 kPa (860 mbar to 1060 mbar).
Befo rium
is reac test

Duri
influenges likely to cause error.

5. Visual examination and verification of dimensions

5.1 Visual éxamination shall include:

a) the nder consideration);

5.2 Dimensions given in the relevant speci

5.3 Unless ¢therwise specified i i i 1 he canducted at a magnification betweeh 3 x
and 10[x, depending o i o ice

6.1 For eny ; pter
“Acceptance and reéliabili are
specifig e i

6.2 Measup cep-
tance a

6.3 Initial A

Ifup her eper‘iﬁ(‘minn limit and/or lower eppr‘iﬁ(‘minn limit criteria are rpqnirpd nn]y) itisleft to

the discretion of the manufacturer whether initial measurements are made or not. Initial measure-
ments shall be made where individual values for an individual device are a criterion.

6.4 Measurements monitored during environmental testing

To be stated, where appropriate.

6.5 Final measurements

When the test is called for in the relevant specification as part of a sequence (sub-group) of tests,
measurements are required only at the end of the sequence. For certain tests, such as solderability
or lead fatigue, electrically defective devices may be used.
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CHAPITRE II: ESSAIS MECANIQUES
Le choix des essais appropriés dépend du type de dispositifs et du boitier. Les essais applicables
correspondants doivent étre indiqués dans la spécification particuliére.

1. Robustesse des sorties ‘ T~

's}EQJi U': Robustesse des

Référence: Publication 68-2-21 de la CEI, quatriéme édition (1983), Deuxiéme gartie:
sorties et des dispositifs de fixation.

1t Traction

bu impossible a

Lorsde Yexamen visuel qui suit la fin de I’épreuve, en utilisant un grossissement de 10 x a 20 x,
on considére comme défaut toute trace de félure autre que dans le ménisque dl scellement, de
rétrécissement de la sortie ou de déplacement de la sortie par rapport au corps du dispositif.

1.4 Couple

1.4.1 Essai de couple pour les embouts filetés ‘

Cet essai est conforme a I’essai Ud, avec les exigences spécifiques suivantes:

Le dispositif est considéré comme défectueux si I’un des cas suivants se produit:

— I’embout fileté se brise ou s’allonge de plus d’un demi-pas;
— il y a manifestement un arrachement du filetage ou une déformation de ’embase;
— le dispositif ne satisfait pas aux mesures électriques aprés essai, s’il y a lieu.
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CHAPTER II: MECHANICAL TEST METHODS

The choice of the appropriate tests depends on the type of devices and of the encapsulation. The

relevant specification shall state which tests are applicable.

1. Robustness-ef-terminations VAN

Referencel 1EC Publication 68-2-21, fourth edition (1983), Part 2: Tests — Test U: Robystpess of % and

Integral Mounting Devices.

1.1 Tensile
This test shall be in accordance with Test Ua;, with the fo
In Sub-clause 2.6, read:

After|test, examine under 3 x to 10 x magnificati

motion |between the lead or terminal and™t

1.2 Bending
This test shall be in ac

In Sup-clause 4.2, Mg

the con ﬁguratio@t ;

1.3 Torsion

or impracticable to use Method 1.

This test shall be in\aecq e with Test Uc, with the following specific requirements:

Methps
Methpd Asgyverity2) oty Method B shall be used.

Failuye criterig

When €xamined wsing 10 x to 20 x magnification after removal of the stress, any evidende of
atlead

breakage, other tham i1 The Scal THeniscus, 100Sening, or relative motion between the termi
and the device body shall be considered as a device failure.
1.4‘ Torque
1.4.1 Torque test for studs
This test shall be in accordance with Test Ud, with the following specific requirements:
The device shall be considered as a failure if any of the following occurs:

— the stud breaks or elongates more than one-half the thread pitch;
— there is evidence of thread stripping or deformation of the mounting seat;
— the device fails electrical measurements after test, if applicable.

or dual-in-line and similar packages, where
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1.4.2 Essai de couple pour les sorties — Nouvel essai (appelé Ud,)
1.4.2.1 Objet

Cet essai a pour but de vérifier ’aptitude d’une sortie a résister a des torsions qui peuvent lui étre
appliquées au cours d’inspections ou de dépannages aprés montage dans un matériel.

1.4.2.2 Méthode d’essai

Le composant est fermement maintenu et on applique lentement a la sortie a essayer une torsion
jusqu’a ce que I'angle de torsion soit de 30 = 10°, ou un couple jusqu’a une valeur spécifiée,
Papplication cessant dés que 'une de ces conditions est atteinte.

On remet alors la sortie dans sa position d’origine. Un couplede 1,4 x10-2 + 1,4x10—3 N-m
I I I i aoins de 1 mm

de Pextrémité de la sortie si elle fait moins de 3 mm.
Le couple est appliqué dans chaque sens.

Lorsqu’un composant a des sorties mises en forme prés étre appliqué a

3,0 = 0,5 mm a partir du point ou la sortie est mjise

—_—

#.2.3  Mesures finales

a 10 x. Refus¢r le composant

Apreés I'essai, faire un examen visuel sous gro
i sortie ou de déplacement de la sortie

§’il y a évidence de cassure de lasortie, d¢
par rapport au corps.

blongées dans le
e du composant,

Nore —Lorsque ta distance ¢ immersion au plam de sivge ducomposant st inferenre 3155, d’autres critéres de

défaillance peuvent étre envisagés et ils doivent €tre spécifiés.

— Si la méthode 2 est choisie:
Les sorties sont soumises a la méthode du fer a souder, en prenant la panne de forme A. La
distance du fer a souder au corps du composant est celle qu’indique la spécification particu-
liére; le temps d’application du fer a souder est de 3,5 + 0,5 s.

— Si la méthode 3 est choisie:
Les sorties sont soumises a la méthode de la goutte de soudure. Elles sont essayées a un point
situéa 5 = 1 mm du corps du composant. Le fil doit é&tre mouillé par la soudure en moins de
2,5s.


https://iecnorm.com/api/?name=da83c7d313e57c35dea4f79f4e657435

749 © IEC 1984 - 17 -

1.4.2 Torque test for leads — New test (called Ud,)
1.4.2.1 Object

To determine the ability of a termination to withstand twisting which may be applied during
inspection or servicing after installation.

1.4.2.2 Test method

1.4.2.3 Final measurements

1.4.2.4 Informnation to be given in the relevant spacificati
Number and selection a in4 s to_be .

2. Soldering

2.1

The component shall be held rigidly and a torque or twist shall be applied slowly to the
termination being tested until the twist angle reaches 30+ 10° or the specified torque is achieved,
whichever condition occurs first.

The tq ; ; ;
shall be ppplied to the termination at a distance of 3.0 = 0.5 mm from the bgdyor
from th¢ end of the termination, if it is shorter than 3 mm.

5 8

The tprque shall be applied in each direction.

When| the component has terminations which are formed closgto the b
applied B.0 £ 0.5 mm from the point where the termination

After fest, examine under 3 x to 10 x magni
any evidence of termination breakage, l¢
the body.

and

Reference} IEC Pun 68

Solderal
This with Test Ta, with the following specific requirements:
— Wh
Tern jestedo the solder-bath method. The terminals are immersed in the bath to
within 1. m or'Qther distance, as specified in the relevant specification, from the seating

Note. — When the immersion distance is closer than 1.5 mm to the seating plane of the device, then alternative failure
criteria may apply and shall be specified.

— When Method 2 is selected:

Terminals are subjected to the soldering-iron method, using the soldering-iron bit size A. The
distance of the soldering-iron application from the body of the component shall be as specified
in the relevant specification; the time of soldering-iron application shall be 3.5 + 0.5 s.

— When Method 3 is selected:

Terminals are subjected to the solder globule method. The terminals are tested at a point
5 = 1 mm from the body of the component. The wire shall be wetted with solder within
2.5s.
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Critére pour avoir un bon mouillage

Observée avec un grossissement de 10 x, la surface aprés immersion doit étre couverte d’un
revétement de soudure lisse et brillant, avec seulement des traces d’imperfections dispersées
(environ 5% de la surface), comme des piqiires d’aiguilles ou des surfaces non mouillées par la
soudure. Ces imperfections ne doivent pas étre localisées en un seul endroit.

2.2 Résistance a la chaleur de soudage

Cet essai est conforme a I’essai Tb, avec les exigences spécifiques suivantes:

Méthode
On utilise soit la méthode 1A avec un temps d’immersion de 10 + 1s, soit la méthode
1B, VAN

3| Vibrations (sinusoidales)

Référence: Publication 68-2-6 de la CEI, cinquiéme édition (1982)
Modification n® | (1983).

iogns (sinusoidales) et

4.
tion n® 1 (1982) et
pte de la masse
% X
\Qdee de créte Durée Forme djonde
Y700 m/s2 (1500 &n) 0,5 ms Demi-sin‘lso'l’de
2900 /52 (00 g, T0ms Demi-simusoide
980 m/s2 (100 gp) 6,0 ms Demi-sinusoide

Le dispositifest soumis a trois chocs successifs, dans les deux sens des trois axes trirectangulaires
choisis de telle sorie que les imperfections aient toutes les chances d’étre mises en évidence, soit
18 chocs au total. (Voir le paragraphe 5.2 de la Publication 68-2-27.)

Le corps et les sorties du dispositif doivent étre parfaitement fixés pendant ’essai.
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Criteria for good wetting

When observed under 10 x magnification, the dipped surface shall be covered with a smooth and
bright solder coating, with no more than traces (approximately 5%) of scattered imperfections
such as pin-holes or non-wetted areas. These imperfections shall not be concentrated in one
area.

2.2 Resistance to soldering heat

This test shall be in accordance with Test Tb, with the following specific requirements:

Method
Meth

3. Vibration |(sinusoidal)

Reference] 1EC Publication 68-2-6, fifth edition (1982), Test Fc and Guidance: hent

No. 1 (1983).

This test shall be in accordance with test Fc, with the

— the Body and leads of the device shall.be secur

— endurance by sweeping;

— acceleration: 196 m/s2? (20 g,);

— freqyency range: 100 Hz to 2 000 H
— numper of cycles per axis;

4. Shock
Reference| 1EC Pu 8 nent
No. 2 (1983Y

Thec
device

the

PeWt% Duration Waveform

14700 TS (HOV0ZL) U0 TS Hatf-sine
4900 m/s2 (500 gp) 1.0 ms Half-sine
980 m/s? (100 g,) 6.0 ms Half-sine

The device shall be subjected to three successive shocks, in both directions of three mutually-
perpendicular axes so chosen that faults are most likely to be revealed, i.e. a total of 18 shocks. (See
Sub-clause 5.2 of Publication 68-2-27.)

The body and leads of the device shall be securely fastened during the test.
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5. Accélération constante

Référence: Publication 68-2-7 de la CEI, deuxiéme édition (1983), Essai Ga et guide: Accélération constante.

Cet essai est conforme a I'essai Ga, avec les exigences spécifiques suivantes:

Montage

Conformément a l'article 4 de la Publication 68-2-47 de la CEI: Fixation de composants,
matériels et autres articles pour essais dynamiques tels que chocs (Ea), secousses (Eb), vibrations
(Fc et Fd) et accélération constante (Ga) et guide, en fixant a la fois le boitier et les sorties.

Mode opératoire

L’accélération est appliquée pendant au moins 1 min dans les dewssens des trois axes princi-
paux, sauf spécification contraire.

Sévérités préférentielles
196 000 m/s2 (20 000 g,) pour les semiconducteurs de\masse\&i
; mprise entre 10 g

1) sévérité;

m) axes et sens de ’accélérz

contact soudé ou déterminer sa conformité a des exigences de

s methodes A et B sont destinées a ’essai des contacts soudés internes d’un dispositif et
§tent en une traction exercée directement sur le fil de connexion;

— la méthode C est destinée aux contacts soudes extérieurs au dispositif et consiste en une
contrainte de décollement exercée entre la sortie ou la borne et le circuit ou le substrat;
— la méthode D est destinée aux contacts soudés internes et consiste en un effort tranchant
appliqué entre une pastille et un substrat ou entre des connexions face a face de configuration
- similaire; » :
— les méthodes E et F sont destinées aux contacts soudés externes et consistent en une poussée ou
une traction exercée entre une pastille et le substrat.
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5. Acceleration, steady state

Reference: 1EC Publication 68-2-7, second edition (1983), Test Ga and Guidance: Acceleration, Steady State.

This test shall be in accordance with Test Ga, with the following specific requirements:

Mounting

According to Clause 4 of IEC Publication 68-2-47: Mounting of Components, Equipment and
Other Articles for Dynamic Tests Including Shock (Ea), Bump (Eb), Vibration (Fc and Fd) and
Steady-state Acceleration (Ga) and Guidance, both the case and the leads being clamped.

Proced

re

The §

otherw

Preferr

Inform
1) sev
m) axe

6. Bond str¢ngth test

6.1 General

6.1.1 Object

To m
ments.

6.1.2 Genér

se specified.

bd severities

19 600 m/s2

4 900 m/s2

ity ;

jcceleration shall be applied for at least 1 min in both directions of thr aj aA{Lless

96 000 m/s? (20 000 g,) for devices with a mass <10 g.

ation to be given in the relevant specificatio

5 and directions of acceleration.

%ﬁcrmmc compliance with specified bond strength require-

Six
— mexlnods A and are intended for testing internal bonds of a device by a direct pulling of the

(2 000 g,) for devices with a mass 10-190

(500 g,) for devices with a mass

connecting wire;
— method C is intended for bonds external to the device and consists of a peeling stress exerted
between the lead or terminal and the board or substrate;

-— method D is intended for internal bonds and consists of a shear stress applied between a die
and a substrate or similar face-bonded configurations;

— methods E and F are intended for external bonds and consist of a push-off or a pull-off stress
exerted between a die and the substrate.
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6.1.3 Description de I'appareillage d’essai (pour toutes les méthodes)

L’appareillage d’essai comprend un matériel approprié permettant d’appliquer la contrainte
spécifiée au contact soud¢, au fil de sortie ou a la borne comme requis dans la méthode d’essai
spécifie et un appareil de mesure étalonné donnant une indication, en newtons (N), de la
contrainte appliquée au point ot le défaut se produit; cet appareil de mesure doit pouvoir mesurer
les contraintes jusqu’a et y compris 100 mN avec une précision de +2,5 mN, les contraintes entre
100 mN et 500 mN avec une précision de + 5 mN, et les contraintes dépassant 500 mN avec une
précision de +2,5% de la valeur indiquée.

6.2 Méthodes A et B (voir également I’annexe)

6.2.1 Domaine d’'application AN
Cet essai est prévu pour les contacts soudés entre fil et pastile, ubstrat ou fil et borne a
I'intérieur de I’encapsulation de dispositifs 4 semiconducte ont\es“conthcts soudés sont

réalisés par soudure, thermocompression, ultrasons ou 3 hmiques\si Tes.

as owJe fil est court, il pept étre nécessaire
aNpouvoir exercer la trgction sur Pautre
et.exerder une traction simple $ur le fil ou sur le

e fil Canniectant la pastille ou le substrat a la borne, et ex¢rcer une traction
apf immobilisé. Appliquer la force de traction approkimativement au
antune diyection qui est, a 5° pres, celle de la normale a la surfade de la pastille ou

ire Croitye progressivement la force de traction jusqu’a rupture soit du fil, soit du contact
int ¢>du paragraphe 6.2.2.4) ou jusqu’a ce qu’une certaine force minimale ait été atteinte
int H)\du paragraphe 6.2.2.4).

6224 Criteres-de rléfni//nn/'p

a) Pour décider de ’acceptation, noter la valeur de la force de traction pour laquelle il y a rupture
du fil ou du contact soudé et la comparer aux valeurs données dans le tableau I (voir
note).

b) Une autre méthode consiste a faire croitre la force de traction jusqu’a la valeur minimale
spécifiée (voir note). S’il n’y a eu rupture ni du fil ni du contact soudé, ce dernier est considéré
comme ayant satisfait a P’essai.

Note. — La force de traction doit étre modifiée si nécessaire (par exemple pour la méthode B), en fonction des
renseignements donnés dans I’annexe.
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6.1.3

Description of the test apparatus (for all methods)

The apparatus for this test should consist of a suitable equipment for applying the specified
stress to the bond, lead wire or terminal as required in the specified test method. A calibrated
measurement and indication of the applied stress in newtons (N) at the point of failure should be
provided by equipment capable of measuring stresses up to and including 100 mN with an
accuracy of +2.5 mN, stresses between 100 mN and 500 mN with an accuracy of +5 mN, and
stresses exceeding 500 mN with an accuracy of +£2.5% of the indicated value.

6.2 Methods A and B (see also appendix)

6.2.1

6.2.2 General description of the test

6.2.2.1 Method A: Wire pull (applied to bonds separately)

6.2.2.2 Ms¢q

Scop

Thig test is intended to be applied to the wire-to-die bond, wire-tg
wire-t¢-terminal bond inside the package of wire-connected semicond
soldering, thermocompression, ultrasonic and other related technique

v

the
e

Thel[wire connecting the die or substrate should 3 g fora
pull test. In the case of short wire runs, #f may be Nipe ation
in ordgr to allow the pull test at the opposite termination. The table

device|and simple pulling action applied-ts yire ot C bd) in
such ajmanner that the force is applied strate
in the ¢ase of nail head bond, or within n the
case 0

ninal,
jately
ce or

a) of
lause

6.2.2.4 Failure criteria

a) For determining acceptance, the value of the pulling force at which the wire or bond breaks
should be recorded and compared with that given in Table I (see note).

b) As an alternative procedure, the pulling force is increased to the specified minimum value (see
note). If neither the wire nor the bond is broken, the bond is considered to have passed the
test.

Note. — The pulling force should be modified where relevant (for example, for method B) by using the information
given in the appendix.
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6.2.2.5 Classification des défauts
Quand cela est spécifié, classer comme suit les fils ou contacts soudés cassés:

a) rupture du fil au point de réduction de section (réduction de section due au procédé de soudure
du contact);

b) rupture du fil ailleurs qu’en ce point;
¢) contact soudé défectueux sur la pastille (interface entre le fil et la métallisation);

d) contact soudé défectueux sur le substrat (interface entre le fil et la métallisation), 4 une borne du
boitier, ou en tout autre point sur la pastille;

e) métallisation décollée de la pastille;

/N

/) métallisation décollée du substrat ou d’'une borne du boitier;

g) cassure de la pastille;

h) cassure du substrat.

Note. — La méthode B n’est pas reccommandée pour mesurer la ¥aléur ab € a-robystesse¢ des cpntacts soudés (voir
annexe). On peut cependant 'utiliser pour éprouver la qQualité des sonta oudés\d’une manjiére comparative au
cours des opérations de fabrication.

6.3 Méthode C

6.3.1 Domaine d’application

Cet essai est normalement pré Qntac udés extérieurs au boitigr du dispositif.

exercer un effort
¢ substrat. Sauf

he) ou le contact
ait été atteinte.

de I’essai n’est
i¢n de la force de
e des défauts.

que si le contact soudé lui-méme a cédé en premier lors de ’applicat

6.3.4.2 Une autre méthode consiste a faire croitre la force de traction jusqu’a la valeur minimale
spécifiée. S’il n’y a eu rupture ni de la sortie (ou de la borne) ni du contact soudé, ce dernier est
considéré comme ayant satisfait a ’essai.
6.3.5 Classification des défauts
Quand cela est spécifié, classer comme suit les fils ou contacts soudés cassés:
a) rupture de la sortie (ou de la borne) au point de déformation (région affectée par la soudure);

b) rupture de la sortie (ou de la borne) en un point non affecté par 'opération de prise de soudure
du contact;
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6.2.2.5 Classification of failures

6.3 Method|C

6.3.1

6.3.2 Metho

When specified, broken wires or bonds should be classified as follows:

a) wire break at neckdown point (reduction of section due to bonding process);

b} wire break at a point other than neckdown;
¢/ failure in bond (interface between wire and metallization) at the die;

d) failure in bond (interface between wire and metallization) at substrate, package post or any
point other than at the die;

¢) metallization lifted from the die; AN

/) metlelization lifted from the substrate or package post;

g) fractpre of the die;

h) fracthre of the substrate.

Note. — (see

iring
process.

Scope

This fest is normally intended to be 2

Thel
a peeli
substrate.

that
d or

paks

accepta 1 be
recordel and compared with that given in Table 1. The result of the test is valid only if the Hond
itself is|the first to fail when the pulling force is applied. Only instances in which the bond ifself
breaks shall be counted as failures.

6.3.4.2 As an alternative procedure, the pulling force is increased to the specified minimum value. If

neither the lead (or terminal) nor the bond is broken, the bond is considered to have passed the
test.

6.3.5 Classification of failures

When specified, broken leads (or terminals) or bonds should be classified as follows:
a) lead (or terminal) break at a deformation point (weld affected region);

b) lead (or terminal) break at a point not affected by the bonding process;
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¢) contact soudé défectueux a I'interface (dans la soudure ou en un point de I'interface entre la
sortie (ou la borne) et le conducteur du circuit ou du substrat sur lequel le contact soudé a été
réalisé);

d) conducteur décollé du circuit ou du substrat;

¢) cassure dans le circuit ou dans le substrat.
6.4 Méthode D

6.4.1 Domaine d’application

Cet essai est normalement prévu pour les contacts soudés internes entre une pastille de semi-
conducteur et un substrat sur lequel elle est fixée par une de ses faces-On.peut aussi I’utiliser pour
essayer des contacts soudés entre un substrat et un support de transport ou s substrat secondaire
sur lequel la pastille a été montée.

JSurépaisseurs ou

4.4.2 Meéthode D: Essai du contact soudé au cisaillement (apph
«flip chip»)

coin ou un outil
e. Appliquer ung force perpendi-
Nélement au substrat primaire,

dragraphe 6.4.4.1)

8.4.4 Critéres de défaillance

6.4.4.1 Pour décider de\’s ati A2 hitacts soudés ont
cédé. Elle ne 2! 8. ts soudés. L’essai
e application de

n’est con
e ne des défauts.

6.4.4. és|par le nombre de

de la pastille, les

Quand_cela est spécifié, classer comme suit les défauts:

a) dé

t dans le matériau du contact soudé ou de son socle, s’il y a lieu;

b) rupture de la pastille (ou du support) ou du substrat (c’est-a-dire déplacement d’une partie de la
pastille ou du substrat située juste sous la connexion);

¢) métallisation décollée (c’est-a-dire séparation entre la métallisation ou le socle et la pastille
[ou support] ou le substrat).

6.5 Méthodes E et F

6.5.1 Domaine d’application

Ces essais sont destinés aux dispositifs & sorties-poutres.
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¢) failure in the bond interface (in the solder, or at a point of weld interface between the lead
(or terminal) and the board or the substrate conductor to which the bond was made);

d) conductor lifted from the board or substrate;

¢) fracture within the board or substrate.

6.4 Method D
6.4.1 Scope
This ie and
a subsfrate to which it is attached in a face-bonded configuration. It may al 5t the
bonds petween a substrate and an intermediate carrier or secondary subs die is

6.4.2 Meth

A syitable tool or wedge should be brought in contactwith the™d
the primary substrate and a force applied perpendicuta
and pdrallel to the primary substrate, to cause bomd\failyre

above

6.4.3 The

the mﬁ

6.4.4 Failure criteria

6.4.4.1 For

test 1s
instan

6.4.4.2 As

bonds,
passed

Whe

determining 3

recorded. It shoyld be
valid o ¢
es in whi C

e force is increased to 50 mN multiplied by the numh
e substrate or die are broken, the bonds are considered to

ELiUSt
ier)

until

d be

Only

er of
have

a) failure i the bomt mmateriat, or bomding pedestat, where applicablie;

b) fracture of the die (or carrier) or substrate (that is, removal of a portion of the die or substrate
immediately under the bond);

¢) lifted metallization (that is, separation of the metallization or bonding pedestal from the die
[or carrier] or substrate).

6.5 Methods E and F

6.5.1 Scope

These tests are intended for application to beam-lead devices.
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La méthode E est normalement prévue pour un contrdle de fabrication sur un échantillon de
pastille de semiconducteur connecté sur un substrat préparé spécialement. C’est pourquoi on ne
peut ’employer sur des échantillons pris au hasard en production ou sur des lots d’inspection.

La méthode F est normalement prévue pour un échantillonnage de dispositifs a sorties-poutres
qui ont été soudés sur un substrat en céramique ou autre substrat adéquat.

6.5.2 M¢éthode E: Essai d’arrachement par poussée

Utiliser un substrat métallisé percé d’un trou. Ce trou, convenablement centré, doit étre assez
grand pour permettre le passage d’un outil de poussée, mais assez petit pour ne pas venir perturber
les zones des contacts soudés. L’outil de poussée dotit &tre assez grand pour réduire au minimum le
risque de bris du dispositif pendant ’essai, mais assez petit pour ne pa‘NQnir en contact avec les
sorties-poutres dans la zone d’ancrage.

Tenir fermement le substrat et introduire "outil de poussée da . tact entre ’outil
de poussée et le dispositif doit se faire sans impact appréciable (ot ,28 mm par minute).
Appuyer sur la face inférieure du dispositif de maniére progre j : a force spécifiée

(=)
el
W
S:
g
A
T
3
]
&
g
N
o
=
]
3
]
=
LN
i~
8
~
3
g
o
=
S
~

ple une boucle
dhésif du genre
aeetate de polyvinyle)| placé sur la face

e s’assurer que I’adhésif ne coule pas le

de facon rigide le substraf dans le bati de
eentre ’outil de traction et le matériau adhésif.
force donnée au
2,5 mm environ

L’appareil de traction étalonné doit comprendre
électroformée faite avec un fil de nichrome\réglisa

de semiconduc-

ﬁ—décoﬂemmt-d'rmn‘tzct-soudé chrsubstrat;
g) décollement de la métallisation (c’est-a-dire séparation entre la métallisation et soit la pastille,
soit un plot du contact soudé).

6.5.5 Force a appliquer (pour les deux méthodes)

500 mN par millimétre linéaire de largeur nominale de la sortie-poutre non déformée (avant
réalisation du contact soudé). La robustesse des contacts soudés doit étre déterminée en divisant la
force de rupture par la somme des largeurs nominales des sorties-poutres avant réalisation des
contacts soudés.
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Method E is normally intended to be applied to process control and is used on a sample of

semico

nductor die bonded to a specially prepared substrate. Therefore, it cannot be used for

random sampling of production or inspection lots.

Method F is normally intended to be applied to a sample basis on beam-lead devices that have
been bonded to a ceramic or other suitable substrate.

6.5.2 Method E: Push-off test

A metallized substrate containing a hole should be employed. The hole, appropriately centred,

should

be sufficiently large to provide clearance for a push tool, but not large enough to interfere

with the bonding areas. The push tool should be sufficiently large to minimize device cracking

duringte

The
the pu
minutg

force specified in Sub-clause 6.5.5 below is attained or a failyre sgclrs.

6.5.3 Meth

The
heated|
1nstang

no oQ nouah a on h a nm a h ncho

substrate should be rigidly held and the push tool inserted through
th tool to the device should be made without appreciable impa 3
). The tool is forced against the underside of the bonded device at CQuis ant

bd F: Pull-off test

cally
| (for
Care

calibrated pull-off apparatus should include-a
loop of nichrome wire) to make i
e, a heat-sensitive polyvinyl aceta

should| be taken to ensure that no adhesive VS d¢ ; trate
should f off tool should make firm mechanical
connegtion to the adhesive material. The osho 5 of
the nos g i 11 the

upper

6.5.4 Failu
a) bro
b) bea
¢) bea
d) bef
e) bea

mal and its value }
surface of the di

e edge of the semiconductor die;

m broken between a bond and the edge of the semiconductor die;

# bond lifting from the substrate;

g metallization lifting (separation of the metallization from either the die or a bonding pad).

6.5.5 Force to be applied (both methods)

500 mN per linear millimetre of nominal undeformed (before bonding) beam width. The bond
strength should be determined by dividing the breaking force by the total of the nominal beam
widths before bonding.
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6.6 Renseignements que doit fournir la spécification particuliére

Quand cet essai est prescrit par une spécification particuliére, les détails suivants doivent étre
précisés dans la mesure ou ils sont applicables;

— méthode d’essai;

— mode opératoire: force a la rupture ou valeur prédéterminée de la force appliquée;

— robustesse minimale du contact soudé;

— nombre et sélection des contacts soudés a essayer sur chaque dispositif et nombre de dispo-
sitifs;

— pour la méthode C, angle de traction pour le décollage des contacts soudés s’il est différent de

o

TABLEAU 1

AN
Forz,de\tkgﬁonmna\\PM*

Composition ra
et diamétre \ \) Aprés scelement

Méthode du fil Avany’scelleme et tout autre prgcessus ou tri,
d’essai (7 si applicable
(mm) Normaleme t: Pa Normalement Parallélement
a {a pastille dlap a la pastille a la pastille

k w
AouB Al 0,018 5 25 10 20
ou Au 0018 F (\2 30 15 25
AouB 1/6,025 \ 5 35 15 25
ou Aul0,025 30 40 25 35

j\W [GaN N
B 0,03 XQ 30 40 20 30
@ u 0033 40 50 30 40

A\
N
\ 1 0,03 35 45 25 35
QOB\ Au.0,038 50 60 35 45
A .

A \?0,075 120 130 80 90
[~ ou u 0,075 150 160 120 130

Mge 32

Notes 1. ‘our les fils méplats, utiliser le diamétre du fil rond équivalent qui a la méme section droife que le fil méplat a
essayer.

2. — On doit prendre soin de ne pas endommager le contact soudé lorsqu’on ouvre le boitier pour les essais aprés
scellement.
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6.6 Information to be given in the relevant specification

When this test is required in a relevant specification, the following details should be given as far
as they are applicable:

— test method;
— testing procedure: force to rupture or predetermined value of the applied force;
— minimum bond strength;

— number and selection of bonds to be tested on each device and number of devices;

yAERN
— forjtest method C, angle of the bond peel if other than 90° and correspondi minihlgbond

strgngth.

TABLE I
AN A
Minimu m@ W
Wire
composition \)ost-seal
Test and diameter Pre-se (Knd y othef processing or scregning

m¢thod when applicable
A N

(mm) Nﬁ\“ allel\ Normal Paralle
to di N to.die to die to die

A1 0.018 5 \2§\> 10 20
Alor B . [\2 5\0 15 25

N
N
25 \\) 35 15 25
Afor B . Q& 40 25 35
< N
30 40 20 30
Alor B \/\40 50 30 40

N N 35 45 25 35

Afor B 50 60 35 45
D

Korp 120 130 80 90

\ 150 160 120 130

* See Figure' 1y M

wire being tested.
2. — Care should be taken not to damage the bond when opening the case for the post-seal tests.
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ANNEXE AU PARAGRAPHE 6.2

Guide
Méthode A

En régle générale, un contact soudé en point de suture doit étre normalement soumis a un effort de
cisaillement, et un contact soudé en téte de clou a une force de traction.

Méthode B

La force qui est effectivement appliquée aux contacts soudés varie considérablement avec la longueur
de la boucle de fil entre contacts soudés, c’est-a-dire avec les paramétres 4 et 4 de la figure 1 ci-apreés,
ainsi qu'avec la distance verticale d entre contacts soudés. Si la boucle de fil rés courte, la résistance a
inférieure a cette
e de traction P,

}au crochet, si
gpre peut fort bien
est atteinte pour

. données dans le
tableau I, afin de tenir compte de la disposition géo ique iculi¢ tacts soudés du
dispositif.

i ‘f

7

* P A2 s
=Sl

FIGURE 1

NANNAN
7//// /44//

155/81
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APPENDIX TO SUB-CLAUSE 6.2

Guidance

As a general guidance, a stitch type bond should normally be submitted to a shear force, and a
nail-head type bond to withstand a pulling force.

Method B

The force that is actually applied to the bonds varies considerably with the length of the wire loop
between bonds, that is, parameters 4 and £ of Figure | hereinafter, and with the yertisal distance d

be developd

This infos

determining

d with P reduced to 20 mN.

mation should be used to take into consideratio
compliance with the figures in Table L.

icein

/§§/////////
\

)

155/81

s £
.PW‘E['+(2h+d)2]

FIGURE 1
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CHAPITRE III: ESSAIS CLIMATIQUES

Le choix des essais appropriés dépend du type de dispositifs et du boitier. Les essais applicables
correspondants doivent étre indiqués dans la spécification particuliére.

Les températures doivent étre choisies:

— pour les dispositifs discrets, dans la Publication 747-1 de la CEI: Pr /ewre partie: Généralités,
chapitre VI, artcle 5T
- pour les circuits intégrés, dans la Publication 748-1 dela C E I: Pren
VI, article 5.

gnfralités, chapitre

]

1| Variations de température
Kariations de temp¢rature.

If1

¢ remplissant les conditipns spécifiées;
ent doivent étre tels que la température spécifiée
e du gpécimen en essai et de son support doit étre prise en
pérature de stockage minimale du dispositifl & semiconduc-
a semiconduc-

jon ¢;: 10 min si le spécimen a atteint la température d’exppsition en moins
in aprés que I’équilibre thermique a été atteint dans les auIes cas. De toute
*échantillon doit atteindre 1’équilibre thermique en moins de 20 min;

urés initiales:
@ essais mécaniques: néant:

® essais électriques: selon spécification particuliére;

— mesures finales:
® les essais électriques sont les mémes que pour les essais d’endurance; de plus, pratiquer un
examen visuel externe du composant pour mettre en évidence les craquelures, les félures et
les particules détachées.

* Les tolérances sur ces températures doivent étre telles que les valeurs limites ne soient pas dépassées.
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CHAPTER III: CLIMATIC TEST METHODS

The choice of the appropriate tests depends on the type of devices and of the encapsulation. The

relevant specification shall state which tests are applicable.

Temperatures shall be chosen:

1.

Change ¢f temperature
Referenc¢: 1EC Publication 68-2-14, fifth edition (1984), Test N: CHange o

1.1 Rapid ghange of temperature: two-champer methpg
This|test shall be in accordance with\[est

— the|use of a single test chamber tha
— the|capacity of each chamber and t

chamber;
—— the|thermal time ¢

temper@

jal\Mmeasurements:

sure
the

nt;

the
ched

@ nicchanical TestsT none, ‘
® clectrical tests: as given in the relevant specification;

— final measurements:

® clectrical tests to be the same as for endurance tests, and an external visual examination is to

be performed for evidence of cracks, breaks, loose parts.

* The tolerances for these temperatures should be such that the rated values are not exceeded.
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1.2 Variations rapides de température: méthode des deux bains
Cet essai est conforme a I’essai Nc, avec les exigences spécifiques suivantes:

Températures préférentielles (des liquides appropriés sont choisis pour la gamme des tempé-
ratures):

— 0°C/+125°C
— 55°C/+125°C
— 65°C/+150°C
— 65°C/+200°C
Tymin/Tgmax

2. Stockage (2 haute température) T~

jon des e&'s\de la Publication 68 de

;max) indiquée
ion applicable, la

Référence: Publication 68-2-48 dela CEI, premiére édition (1982): Guide sur l'utili
la CEI pour simuler les effets du stockage.

¢4, 1a Publication

tre effectuées.

les tensions de

| min;

dan}’épreuve, on doit contréler le courant de fuite supplémentaire dii a un rlaquage partiel.
L’exarnen visuel peut donner des informations supplémentaires;

g) reprise: 1 ha2hdans les conditions atmosphériques normales d’essai (voir chapitre I, article 4
de cette publication);

h) mesures finales: comme spécifiées dans la spécification applicable.

4. Essai cyclique de chaleur humide

Référence: Publication 68-2-30 de la CEI, deuxiéme édition (1980), Essai Db et guide : Essai cyclique de chaleur humide
(cycle de 12 + 12 heures).

Cet essai est conforme a I’essai Db, avec les exigences spécifiques suivantes:

(A Tétude.)
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1.2 Rapid change of temperature: two-fluid-bath method
This test shall be in accordance with Test Nc, with the following specific requirements:

Preferred temperatures (appropriate liquids for the temperature range should be chosen):

— 0°C/+125°C
— 55°C/+125°C
— 65°C/+150°C
— 65°C/+200°C
Tgmin/Tgmax

2. Storage|(at high temperature)
Referenge: 1EC Publication 68-2-48, first edition (1982): Guidance on the Application of jie ion 68

The|specimens shall be stored at the maximum storage temperature (T, i n the
relevant specification. Unless otherwise specified in the relevant specification, the\duration pf the
test shall be selected from those given in Publication 74 84 8Ctio Sub-
clause(2.2.1, for discrete devices and, for integrated cip€uits, i ica - VI,

Sectioh Three, Sub-clause 2.2.1.

After the test, the measurements spe ed.
3. Low air|pressure
Referenge: 1EC Publication 68-2-13, fourth editjon (1
Thiq test shall be in adcorda
Unlgss otherwise sgeci is test applie than

1000Y.
a) pre -conditi@'

b) iniTal measyre

¢) the
(thd

€ test

£} duringGhe test,ddditional leakage current caused by partial breakdown shall be moniqored.
Visual examination may give additional information;

g recovery: 1 h to 2 h at standard atmospheric conditions for testing (see Chapter I, Clause 4 of
this publication); ,

h) final measurements: as specified in the relevant specification.

4. Damp heat, cyclic

Reference: 1EC Publication 68-2-30, second edition (1980), Test Db and Guidance: Damp Heat, Cyclic (12 + 12-hour
Cycle).

This test is in accordance with Test Db, with the following specific requirements:

(Under consideration.)
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5. 'Essai continu de chaleur humide

5A. .Cas général
Référence: Publication 68-2-3 de la CEI, troisiéme édition (1969), Essai Ca: Essai continu de chaleur humide.
Cet essai est conforme a I’essai Ca, avec les exigences spécifiques suivantes:
a) méthode de préconditionnement: néant;

b) vérifications a effectuer avant I’essai:

essails mécaniques: néant,
essais électriques: selon spécification particuliére;

ine température
psitif);

ment(s) de leur

ans I’article 4 du

la spécification
prescrits dans la
t la lisibilité du

5B.

st laissé au cours de

a résistance des
¢é élevée et a la

ifS' n’ayant pas de cavité interne aux détériorations dues a une humidi
i es dégradations

n pour évaluer les effets externes de la corrosion. La plupart

5B-2 Chambre d’essai
5B-2.1 La chambre d’essai doit étre construite de telle sorte que:

1) la température et ’humidité de la chambre soient commandées au moyen de capteurs situés
aux emplacements destinés & recevoir les spécimens;

2) aux emplacements destinés a recevoir les spécimens, la température puisse étre maintenue a la
valeur spécifiée +2 °C et Phumidité relative a la valeur spécifiée +5%;

Note. — Latolérance de =2 °C sur la température est destinée 3 tenir compte des erreurs absolues de mesure, des dérives
lentes de température et des écarts de température aux emplacements destinés a recevoir les spécimens. II est
nécessaire de limiter les fluctuations bréves de température 4 +0,5 °C pour maintenir ’humidité requise.
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5. Damp heat, steady state

SA. General case

5B.

5B-1

¢) priof to the introduction of the device into the chamber, the device s

d) severities: 4, 10, 21 and 56 days;
e) loadjing (electrical operation) during conditioning: none;

) electrical and mechanical checks to be made during conditi

Reference: 1EC Publication 68-2-3, Third edition (1969), Test Ca: Damp Heat, Steady State.

This test shall be in accordance with Test Ca, with the following specific requirements:

a) pre-conditioning procedure: none;

b) checks to be made prior to the test:

mechanical tests: none,
electrical tests: as in the relevant specification;

temperature greater than that of the chamber, so as to avoid condens4

they| should be performed: none;

hich

h) recopery conditions: standard atmosphex¢ ‘ asfor Clause 4 of Chapter I

j) che eto
be p for
corr

Non-cai

Note. — th all

Purpo
Thegteady-stat y test 1s performed for the purpose of evaluating, in an accelenated
manne ,t and
heat co Sults

water vapour by the encapsulation materials and presence of moisture ﬁlr11s or

penetrafion ol moisture along physical junctions.

5B-2 Testing chamber

5B-2.1

The chamber should be so constructed that:

located in the working space;

specified temperature and + 5% of the relative humidity;

1) the temperature and humidity of the chamber are monitored by means of sensing devices

2) the temperature and relative humidity in the working space can be maintained at + 2 °C of the

Note. — The temperature tolerance + 2 °Cis intended to take account of absolute errors in the measurement, slow changes

of temperature and temperature variations of the working space. It is necessary to keep the short-term temper-

ature fluctuation within +0.5 °C to maintain the required humidity.
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3) Ieau de condensation soit drainée de la chambre de fagon continue et ne soit pas réutilisée
avant d’étre de nouveau purifiée;
4) si les conditions d’humidité sont obtenues avec une chambre du type a injection, I’eau doit
avoir une résistivité supérieure a 500 Qm.
5B-2.2 Des précautions doivent étre prises pour que:

1) les conditions qui régnent aux emplacements destinés a recevoir les spécimens soient homo-
génes et aussi voisines que possible de celles qui existent au voisinage immédiat des cap-
teurs;

2) les caractéristiques ou la charge des spécimens en essai n’influencent pas de fagon appréciable
les conditions a I'intérieur de la chambre; T~

3) Peau de condensation provenant des parois et du plafond de 1 m reN isse pas tomber
sur les spécimens.

5B-2.3 Exécution de l'essai

5B-2.3.1 Mesures initiales

Avant d’exposer les dispositifs, on effectu€ les 1 ¢ ales spécifiées [aux conditions

de polarisation. On indigge ci-dessousypar erdre d’importance décroissantg, les régles per-
mettant de réaliser la conf gul%de ireuit qui convient a I’application d¢ la polarisation

e dans la gamme des tensions de fonctionn¢ment;

¢lévée possible entre deux lignes de mé_tallisati:]? adjacentes sur
es d'une méme

aint€1a plus forte correspond a une puissance nulle, a une tension égale i la tension maximale de
fohctionhgment autorisée et @ une différence de tension maximale entre deux lighes de métallisation

t/ou les courants de polarisation sont appliqués ou fournis aux |dispositifs pen-
ant uhe durée totale égale a la durée spécifiée de I’essai (a la tolérance perrJ:se preés).

¢) On doit continuer a appliquer la (les) tension(s) de polarisation aux dispositifs jusqu’a refroi-
dissement de ceux-ci a la température ambiante, a moins qu’il ne soit etabli, pour des dispositifs
et des conditions d’essais donnés, qu’aucune variation appréciable des caractéristiques n’a lieu
lorsque le dispositif se refroidit et que la polarisation n’est plus appliquée.

5B-2.3.3 Reprise

Apreés achévement de I'essai, on doit allouer aux spécimens un temps de reprise qui ne soit pas
inférieur a 2 h et pouvant s’étendre jusqu’a 24 h, 4 25 + 3 °Cet a la pression atmosphérique, avant
de pratiquer les mesures finales.
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3) condensed water is continuously drained from the chamber and not used again until it has been
re-purified;
4) when the humidity conditions are obtained by using an injection-type chamber, the water
should have a resistivity not less than 500 Qm.
5B-2.2 Precautions should be taken to ensure that:

1) the conditions prevailing throughout the working space are uniform and as similar as possible
to those prevailing in the immediate vicinity of the sensing devices;

2) the properties or loading of the specimen under test do not appreciably inﬂl}eﬂcgconditions

within the chamber; \
ect gs.

3) no cpndensed water from the walls and roof of the test chamber can

5B-2.3 Prodedure

5B-2.3.1 Injtial measurements
Priornto exposure, the specified initial measurements (should be
conditipns or as specified.
5B-2.3.2 Applied voltage

a) Dur]
for
descending order of importance

v in

i (for
and

yithin
die.

the

; ; oom
temperature when they are being removed from a test, unless it can be established, for the given
device types and test conditions, that no significant change of characteristics occurs when the
device is cooled with the bias removed.

5B-2.3.3 Recovery

Upon completioh of this test, specimens should be allowed to recover for not less than 2 h and
up to 24 h at 25 + 3 °C and normal atmospheric pressure prior to endpoint measurements.
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5B-2.3.4 Mesures finales
Les mesures peuvent débuter a n’importe quel moment ou au bout du temps de reprise, mais
toutes les mesures doivent étre effectuées 8 h au plus aprés la période de reprise.
5B-2.3.5 Conditions d’essai
Les conditions d’essai sont les suivantes:
Sévérité 1 (préférentielle)

Température 85+ 2°C
Humidité relative: 85+5%

Sévérité 2

Température: 55+2°C
Humidité relative: 90% a 98%

Sauf spécification contraire, la durée de I’essai est fixée a N0OO+96-h.

B-2.4 Renseignements que doit fournir la spécification particuliére

des conditions

bsite de température

w

olant et/ou une
€.

DPanmavarllagn dacoqas

Docapintion—da pos
CoLNpnurTat T appartinitu e oot

Note. — Pour la phase de froid a —-10'+ 2 °C, il n’y a pas besoin de préciser 'humidité. Si le cycle est accompli dans une
chambre séparée, I’air n’a pas besoin d’étre brassé.

Méthode d’essai

Séchage assisté

Pour s’assurer que la mesure initiale a lieu alors que le spécimen est bien sec, on peut spécifier
une durée de séchage initial de 24 h 3 50 °C.
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5B-2.3.4 Final measurements

Measurements may be initiated any time during or upon completion of the recovery period, but
all measurements must be completed within 8 h after the recovery period.
5B-2.3.5 Test conditions
The test conditions should be as follows:

Severity 1 (preferred)

Temperature: 85+ 2°C
Relative humidity: 85 + 5%

Severjty 2

Temperature: 55x2°C
Relative humidity: 90% to 98%

Unlegs otherwise specified, the test duration should be 1000+ 9

5B-2.4 Information to be given in the relevant specification
a) applied voltage if required (see Sub-clause 5B-2.3.2);
b) initig ifferent from standard atmo-

sphe

c) test ‘]1
d) circui

st.

[

Reference

This 3 rdax est Z/AD, with the following specific requirements:

General

Whe§ 0SS
insulati ical
corrosiqgn.

Description of test apparatus

Note. — For the cold period at —10 * 2 °C, no humidity requirement is valid. If performed in a separate chamber, the air
need not be stirred.

Testing procedure

Assisted drying

To ascertain that the initial measurement is performed in dry condition, an initial drying period
of 24 h at 50 °C may be specified.
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Préconditionnement mécanique

Le préconditionnement mécanique n’est pas obligatoire.

Si I'on doit en spécifier un, faire 'essai de pliage tel qu’il est décrit au paragraphe 1.2 du
chapitre II de cette publication.
Description d'un cycle de 24 h

Le programme doit étre réalisé avec une tolérance de + 10 min.

Si ’on utilise une seule chambre, faire décroitre la température de 25 + 2°Ca-10 = 2°Cen
moins de 1% h et la maintenir a cette valeur pendant au moins 3 h.

7. Etanchéité

Mesures finales

également les mesures entre 1 h et 2h aprés enléve
spécifie.

o Indication st les mesures 3¢ ase 4 idi pssus) doivent étre
effectuées.

avec addition de

7450 kPa (4,5 bar),
de I’épreuve: 16 h;

i . T..,P.

— reprise: comprise entre 2 jours et 2 semaines.

Note. — 1l n’est pas recommandé d’utiliser cet essai pour les dispositifs 4 semiconducteurs (voir annexe F de la Publi-
cation 68-2-17).

7.2 Pénétration de colorant

7.2.1

Référence: néant.

Objet
Déceler et identifier les fuites franches dans ’enveloppe de dispositifs 4 semiconducteurs.

Cet essai n’est pas destiné a essayer les dispositifs sans cavité interne.
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7. Sealing

7.1

7.2

7.2.1

Mechanical pre-conditioning
Mechanical pre-conditioning is not mandatory.

Shouid such a test be specified, the bending test as described in Sub-clause 1.2 of Chapter II of
this publication shall be performed.

Description of 24 h cycle

The timing should have a tolerance of + 10 min.

If a single chamber is used, the temperature should fall from 25 + 2°C to —-10 = 2 °C within
12 h and should be maintained at the low value for at least 3 h.

Final measurements

94 + 4% may be performed under special precautions if specified. Alsg
to 2 h after removal from the humidity chamber will be performed

Measirements at high humidity at a temperature of 25 + 2°C and 4
Information to be given in the relevant specification
e Addit{onal pre-conditioning procedures.

e Statement whether high humidity med arg’required.

Bomb pressure t,

Reference| 1EC Publicatjd 8), Test Q: Sealing.

This fest shall ke i Y Test Ql, with the following specific requirements:

— test liquid: 95% ol and 5% water mixture, with addition of a detergent;

— recovery: between 2 days and 2 weeks.

Note. — The use of this test is not recommended for semiconductor devices (see Appendix F to 1 E C Publication
68-2-17).

Penetrant dye
Reference: none.
Object

To detect and identify gross leaks in the encapsulation of semiconductor devices.

This test is not intended for non cavity-devices.
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7.2.2  Description générale de !'essai

Le dispositif est placé dans une solution de colorant sous pression et ensuite examiné pour
mettre en évidence la pénétration de colorant dans le dispositif ou I’exsudation de colorant
provenant du dispositif.

7.2.3 Description du matériel d’essai

Récipient résistant a la pression qui doit étre capable de maintenir la pression spécifiée pendant
le temps spécifié et avoir un volume suffisant pour que les dispositifs puissent étre recouverts par
la solution de colorant non fluorescent ou fluorescent additionnée d’un mouillant non
ionique.

7 24 Exbeution de ecear
&

7
r=Tan, Feran a2 avg T COOaT

clever la pression

avec un solvant

712.5 Examen
: bns de colorant a
Pintérieur ou, pour les dispositifs opaques, epfe plorant,

Les dispositifs sont examigés ayeo\un grossissg ¢ 3 xa 10 x, avec une spurce lumineuse
dans le spectre visible ou ultrayiolet, swivant se_de

rant (dispositifs

1-31+—Objer

Déterminer le taux de fuites d’un dispositif a semiconducteurs en mesurant le niveau de
rayonnement dans le dispositif aprés que celui-ci a été mis sous pression dans une enceinte
contenant un gaz traceur radioactif convenable.

Cette méthode peut étre spécifiée dans le cas de dispositifs encapsulés hermétiquement dans des
boitiers en verre, en métal ou en céramique (ou utilisant une combinaison de ces matériaux); elle
convient pour des taux de fuites normalisés équivalents inférieurs 4 107% bar-cm3/s.
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7.2.2  General description of the test

The device is exposed to a pressurized dye solution and subsequently inspected for evidence of

entry of dye into the device or exudation of dye from the device.

7.2.3 Description of test apparatus

A pressure-vessel which shall be capable of maintaining the stated pressure for the time

spe-

cified and of sufficient volume to allow the devices to be covered with a solution of non-fluorescent

or fluorescent dye to which a non-ionic wetting agent has been added.

7.2.4 Procedure

The devices shall be placed in the pressure-vessel with a dye solution and
(5 bar) minimum for at least 1 h.

The gressure shall be removed at the end of this period, then the
suitable for the type of dye used and dried for a minimum périod ©
7.2.5 Inspection

Trangparent devices shall be visually inspected f¢
opaque|devices shall be inspected for e ALl

Devi

a) dye
b) type

¢) pres$urizati and time, if other than 500 kPa (5 bar) minimum and 1 h mini-

mun.
u(

7.3 Fine lea

recas

the

7.3.1 Object

To determine the leak rate of a semiconductor device by measuring the radiation level present
within the device after having been pressurized in a chamber with suitable radioactive tracer
gas.

This method is intended to be specified for devices which are designed to be hermetically sealed
in glass, metal or ceramic (or combination thereof) encapsulations and is suitable for equivalent
standard leak rates smaller than 107° bar-cm?/s.
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